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Prufungsantrag gem. § 44 PatG tst gestellt 
@ Halbieiterbauaiemant 

@ Bei dam voHiiagenden Halbieiterbauaiemant ist eine Wir- 
maabstrahiungsptatte (10) unter einer Chipkontaktstelle (2) 
in einem vorbesttmmten Abstand rolativ zu der Chtpkontakt- 
Stella (2) angeordnat. Der Au&enrand-Nachbarbereich (10a) 
der Warmeabatrahlungspiatte (10) ist in rahmenartiger Kon- 
ftguration mit einem Abdichtmatenal (6) abgedichtet, und 
der zentrala Beraich (10b) der ruckseitioen Oberflache der 
>A^mieab8trahlung8platte,(10), der der Chipkontaktstelle (2) 
nicht zugewandt ist liegt zur Au&enseite frai. Es ist daher 
nicht notwendig. das Abdichtmaterial (6) auf die gesamta 
rucksectige Oberflache der Warmeabatrahlungspiatte (10) zu 
spritzen, und daher wird die Formqualitat bei der Harzab- 
dichtung varbessert. AuBerdem wird die Baanspruchungs-" 
_ konzentratton an dam AuSenrand der Warmeabstrahlungs- 
" platte (10) gemildert, und das Auftraten ainer Abldsung an 
^ der Grenzflache zwischen dem Abdichtmaterial (6) und der 
Warmeabstrahlungsplatte (10) wird varhindert. Da in der 
ruckseitigGn Oberflache der Warmeabstrahlungsplatte (10) 
Vertiefungen (11) in Rahmenform ausgebildet sindr tntt das 
Abdichtmaterial (8) bei dem Schrrtt des Abdichtens mit Harz 
in diese Vertiefungen (11) ein und wird dadurch an einem 
weiteren Flie&en gehindert. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauelement, bei 
dem insbesondere eine Warmeabstrahlungsplatte an 
der Unterseite einer nun Anbringen eines Halbleiter- 
elements dienenden Chipkontaktstelle angeordnet ist 

Fig. 6 ist eine seitlidie Schnittansicht, die ein her- 
kommiiches Halbleiterbauelement zeigt 

In Fig. 6 ist ein Halbleiterelement 1 auf einer Chip- 
kontaktstelle 2, die als Befestigungsbereich dient, mit 
einem Klebstoff 3 befestigL Femer sind Elektrodenkon- 
taktstellen des Halbletterelements 1 iind Innenanschlus- 
se 5 durch Drahte 4» die als Verbindungsmittel dienen, 
elektrisch miteinander verbunden. AuBerdem sind das 
Halbleiterelement 1, die Chipkontaktstelle 2, der Kleb- 
stoff 3, die Drahte 4 und die Innenanschliisse 5 mit einem 
Abdichtmaterial 6, wie etwa Epoxidharz, hermetisch ab- 
-gedichtetrDie-Innenanschlusse 5 sind dabei aus dem 
Abdichtmaterial 6 nach aiiBen gefuhrt, um AiiBenan- 
schlusse 7 zu bilden. 

Dabei bezeichnet D die Gesamtdicke eines Abdich- 
tungsbereichs des Halbleiterbauelements, dl bezeichnet 
die Dicke des Halbleiterelements 1, und d2 bezeichnet 
die Dicke des Abdichtmaterials 6 unter der Chipkon- 
taktstelle 2. 

Im Fall des so aufgebauten herkdmmlichen Halblei- 
terbauelements wird versucht, die Dicke des Halbleiter- 
bauelements dadurch zu verringem, daB die Gesamtdik- 
ke D des Abdichtungsbereichs kleiner gemacht wird. 
Wenn jedoch die Gesamtdicke D des Abdichtungsbe- 
reichs verringert wird, treten die Probleme auf, daB die 
Dicke d2 des Abdichtmaterials ebenfalls geringer wird, 
daB sich das Abdichtmaterial 6 bei dem Abdiditschritt 
nicht Qber die RQckseite der Chipkontaktstelle 2 aus- 
breitet und daB dadurch die Formbarkeit des Abdicht- 
materials 6 verschlechtert wird. 

Durch Verringem der Dicke dl des Halbleiterele- 
ments 1 ist es zwar mogiich, die Dicke des Halbleiter- 
bauelements zu verringem. Wenn aber die Dicke dl des 
Halbleiterbauelements 1 verringert wird, wird auch sei- 
ne Zuverlassigkeit verschlechtert. Es ist also schwierig, 
die Dicke dl des Halbleiterelements 1 zu verringenL 

Der Markt verlangt heute auBerdem ein Halbleiter- 
bauelement, das eine hohe Warmeabstrahlungseigen- 
schaft hat Im Fall des in Fig. 6 gezeigten herkommli- 
chen Halbleiterbauelements kann jedoch eine hohe 
Warmeabstrahlungseigenschaft nicht erreicht werden, 
weil die von dem Halbleiterelement 1 erzeugte Warme 
durch das Abdichtmaterial 6 hindurch nach auBen abge- 
strahlt wird. 

Als MaBnahme zur Milderung des vorstehenden Pro- 
blems hat man ein Halbleiterbauelement vorgeschlagen, 
das so aufgebaut ist, daB die gesamte ruckwartige Ober- 
flache der Chipkontaktstelle 2 zur AuBenseite freiliegt, 
wie Fig, 7 zeigL 

Bei diesem Typ des herkdmmlichen Halbleiterbauele- 
ments. das die Struktur mit freiliegender Chipkontakt- 
stelle hat, befmdet sich kein Abdichtmaterial 6 unter der 
Chipkontaktstelle 2, und daher kann die Gesamtdicke D 
des Abdichtungsbereichs bis auf einen Wert verringert 
sein, der gleich der Dicke des Abdichtmaterials 6 ist, und 
das herkommliche Halbleiterbauelement kann diinner 
gemacht werden. Femer wird die von dem Halbleiter- 
element 1 erzeugte Wanne durch die nach auBen freilie- 
gende Oberflache der Chipkontaktstelle 2 abgestrahlt, 
so daB eine hohe Warmeabstrahlungseigenschaft erzielt 
wird. 

Da jedoch die gesamte ruckwartige Oberflache der 



Chipkontaktstelle 2 freiliegt, treten die Probleme auf, 
daB eine Beanspruchung auf ein Ende 2a der Chipkon- 
taktstelle 2 konzentriert ist, so daB zwischen dem Ab- 
dichtmaterial 6 und der Chipkontaktstelle 2 infolge der 
5 auf das Ende 2a der Chipkontaktstelle 2 aufgebrachten 
konzentrierten Beanspruchung eine Grenzflachenablo- 
sung auftritt, imd dadurch wird die Zuverlassigkeit des 
Halbleiterbauelements verschlechtert 
Das in Fig. 6 gezeigte herkommliche Halbleiterbau- 

10 element weist die Probleme auf, daB die Forraqualitat 
des Abdichtmaterials 6 unter der Chipkontaktstelle 2 
verschlechtert ist und aiif gnmd der verminderten Dicke 
des Bauelements keine hohe Warmeabstrahlimgs-Cha- 
rakteristik erzielt wird. 

15 Das in Fig. 7 gezeigte Halbleiterbauelement weist die 
Probleme auf, daB zwischen der Chipkontaktstelle 2 und 
dem Abdichtmaterial 6 eine Grenzflachenablosung auf- 

tritt^weil die gesamte Oberflache der Chipkontaktstelle 

2 freiliegt, und daB die Zuverlassigkeit verschlechtert 

20 wird. 

Die vorliegende Erfindimg soil die vorstehend ange- 
gebenen Probleme losen. Aufgabe der Erfindung ist da- 
her die Bereitstellung eines Halbleiterbauelements, das 
eine sehr gute Formqualitat, ein hohes Warmeabstrah- 

25 lungsvermogen und eine hohe Zuverlassigkeit besitzt. 
Zur Losung dieser Aufgabe wird gemaB euieni 
Aspekt der Erfindung ein Halbleiterbauelement bereit- 
gestellt, das folgendes aufweist: ein Halbleiterelement; 
einen Montagebereich zum sidieren Befestigen des 

30 Halbleiterelements; InnenanschlQsse, die mit dem Halb- 
leiterelement elektrisch verbunden sind; Verbindmgs- 
mittel zum elektrischen Verbinden des Halbleiterele- 
ments und der Innenanschliisse miteinander; eine War- 
meabstrahlungsplatte, die so angeordnet ist, daB sie dem 

zs Halbleiterelement mit dem dazwischen befindlichen 
Montagebereich zugewandt und von dem Montagebe- 
reich um einen vorbestimmten Abstand getrennt ist; ein 
Abdichtmaterial zum Abdichten des Halbleiterele- 
ments, des Montagebereichs, der Innenanschlusse, der 

40 Verbindungsmittel und der Warmeabstrahlungsplatte; 
und AuBenanschliisse, die sich von den Innenanschltis- 
sen aus fortsetzen und zur AijBenseite des Abdichtmate- 
rials verlaufen, wobei die Warmeabstrahlungsplatte ei- 
nen AuBenrand-Nachbarbereich hat, der in ehier rah- 

45 menformigen Konfiguration mit dem Abdichtmaterial 
abgedichtet ist, und wobei eine von dem Montagebe- 
reich abgewandte ruckwartige Oberflache der Warme- 
abstrahlungsplatte einen zentralen Bereich hat, der 
nicht Teil des AuBenrand-Nachbarbereichs der WSrme- 

50 abstrahiungsplatte ist und von dem Abdichtmaterial 
nicht bedeckt ist, wobei der zentrale Bereich der ruck- 
wartigen Oberflache als AuBenseite des Bauelements 
freiliegt ' 

Die Er&idung wird nachstehend, auch hinsichtlich 
55 weiterer Merkmale imd Vorteiie, anhand der Beschrei- 
bung von Ausfuhrungsbeispielen und unter Bezugnah- 
me auf die beiliegenden Zeichnungen n^er erlautert 
Die Zeichnimgen zeigen in: 
Fig- 1 eine stellenweise aufgeschnittene Draufsicht 
60 auf eine erste Ausfuhrungsform des Hsilbleiterbauele- 
ments der Erfindung. gesehen von der Ruckseite des 
Bauelements; 

Fig. 2 emen Schnitt durch das Halbleiterbauelement 
von Fig. 1 entlang der Linie II-II von Fig. 1 ; 
65 Fig. 3 eine Schnittdarstellimg, die eine zweite Ausfuh- 
rungsform des Halbleiterbauelements der Erfindung 
zeigt; 

Fig. 4 eine Schnittdarstellung, die eine dritte Ausfuh- 
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rungsform des Halbleiterbauelements der Erfmdung 
zeigt; 

Fig. 5 eine Schnittdarstellung, die eine vieite Ausfuh- 
rungsform des Halbleiterbauelements der Erfindung 
zeigt; 5 

Fig. 6 einen Schnitt durch ein herkSmmliches Haibiei- 
terbauelemenf ; und 

Flg»7 eine Perspektivansicht eines werteren her- 
kominIic±ien Halbleiterbauelements. 



1. Ausfuhrungsform 



10 



Fig. 1 ist eine stellenweise aufgeschnittene Draufsicht 
axif das Halbleiterbauelement geinaB einer ersten Aus- 
fiihrungsfonn der Erfindung, gesehen von der Ruckseite 15 
des BauelementSi und Fig. 2 ist ein Schnitt entlang der 
Linie II-II von Rg. 1 durch das Halbleiterbauelement 
von Fig. 1. In den Fig. 1 und 2 sind gleiche oder aquiva- 
lente TeOe oder Bereiche vne bei den faerkommlichen 
Halbleiterbauelementen der Fig. 6 und 7 jeweiis rriit den 20 
gleichen Bezugszeichen versehen und nicht nochmals 
beschrieben. 

In den Fig. 1 und 2 ist ein Halbleiterelement 1 auf 
einer Chipkontaktstelle 2 mit Klebstoff 3 befestigt, und 
Elektrodenkontaktstellen des Halbleiterbauelements 1 25 
und Innenanschlusse 5 sind durch Drahte 4 miteinander 
verbundezL Eine Warmeabstrahlungsplatte 10 ist imter 
der Chipkontaktstelle 2 angeordnet. Das Halbleiterele- 
ment 1, die Chipkontaktstelle 2, der Klebstoff 3, die 
Drahte 4, die InnenanschlOsse 5 und die Warmeabstrah- 30 
lungsplatte 10 sind mit einem Abdichtmaterial 6 herme- 
tisch abgedichtet Dabei ist ein Nachbarbereich 10a des 
AuOenrands der Warmeabstrahlungsplatte 10 in rah- 
menformiger Konfiguration von dem Abdichtmaterial 6 
abgedichtet Der zentrale Bereich der ruckwartigen 35 
Oberflache der Warmeabstrahlungsplatte, 10 ist nicht 
mit dem Abdichtmaterial 6 abgedichtet, sondem liegt 
zur AuBenseite frei und bildet eine freiliegende Obeifla- 
chelOb. 

Femer sind "Dimples** oder Vertiefungen 11, die ein 40 
FlieBen des Abdichtmaterials 6 verhindem, an der ruck- 
wartigen Oberflache der Warmeabstrahlungsplatte 10 
rahmenardg ausgebildet, beispielsweise in Form eines 
umlaufenden Rahmens, wie es in Fig. 1 schematisch an- 
gedeutet ist Insbesondere sind die ein Fliefien verhin- 45 
deraden Vertiefungen 1 1 einerseits an einer ersten Stel- 
le der ruckwartigen Oberflache der Warmeabstrah- 
lungsplatte 10, die in dem AuBenrand-Nachbarbereich 
10a der Platte 10 enthalten ist ausgebildet und in der 
rahmenformigen Konfiguration mit einem Bereich 6a 50 
des Abdichtmaterials 6 abgedichtet, und sind anderer- 
seits an einer zweiten Stelle der ruckwartigen Oberfla- 
che der Platte 10 ausgebildet die diesem Bereich 6a des 
Abdichtmaterials 6, der die rahmenformige Konfigura- 
tion bildet benachbart ist jedoch nicht von diesem be- 55 
decktist 

Qbwohl bei der so auf gebauten ersten Ausfuhrungs- 
form die Ges amtdicke des Halbleiterbauelements ver- 
ringert ist so daB dadurch die Gesamtdicke D des Ab- 
dichtbereichs auf einen reiativ kleinen Wert verringert go 
ist und eine Abdichtmaterialdicke dS unter der Warme- 
abstrahlimgsplatte 10 auf einen reiativ kleinen Wert 
verringert ist ist der einzige Bereich, der geformt wer- 
den muBi der Bereich des Abdichtmaterials 6 entspre- 
chend einer Breite d4 an dem AuBenrand-Nachbarbe- 65 
reich 10a auf der ruckwartigen Oberflache der Warme- 
abstrahlungsplatte 10. Es wird bevorzugt, die Abdicht- 
materialdicke dS mit 0,2 mm oder weniger vorzugeben. 



und es wird starker bevorzugt, die Dicke dS mit 0,15 mm 
Oder weniger vorzugeben 

Wahrend eines Harzabdichtvor^ganges ist es also 
nicht erforderiich, Abdichtmaterial 6 auf der gesamten 
ruckwartigen Oberflache der Warmeabstrahlungsplatte 
10 aufzubringen, imd dadurch wird die Formqualitit fur 
das Abdichten mit Harz verbessert Bei diesem Abdich- 
ten mit Harz wn^ eine notwendige Breite d4 verwendet 
urn eine ausreichende Verbindung zwischen dem Ab- 
dichtmaterial 6 und der Platte 10 zu erzielen. 

Wenn femer die Breite d4 des AuBenrand-Nachbar- 
bereichs 10a an der ruckwartigen Oberflache der Platte 
10 mit einem kleinen Wert vorgegeben ist wird die 
Hache der freiliegenden Oberflache 10b groBer, so daB 
dadiu^ die Warmeabstrahlimg gesteigert wird. 

Da femer der AuBenrand-Nachbarbereich 10a der 
Platte 10 abgedichtet ist ist es mdglich, die Beanspru- 
chungskonzentration an dem Ende der Platte 10 zu min- 
dem. Somit wurd eine Abldsung, die an der Grenzflache 
zwischen dem Abdichtmaterial 6 und der Platte 10 auf- 
treten kann, verhindert 

Diese erste Ausfuhrungsform ermoglicht also die Be- 
reitstellung eines dirnnen Halbleiterbauelements mit ei- 
ner guten Formqualitat zum Abdichten mit Harz, mit 
uberlegener Zuveriassigkeit und mit einer hohen War- 
meabsti^hlimgs-Charakteristik. 

Femer sind die "Dimples" oder Vertiefungen 11 r^- 
menartig an der ruckwartigen Oberflache der Warme- 
abstrahlungsplatte 10 geformt so daB sie Qber den Au- 
Benrand-Nachbarbereich 10a imd die ^ freiliegende 
Oberflache 10b verlaufen. Wenn da her das Abdichten 
mit Harz ausgefuhrt wird, wird das Eindringen des Ab- 
dichtmaterials 6 in den Zwischenraum zwischen der 
Warmeabstrahlimgsplatte 10 und einer Harzspritzform 
(nicht gezeigt) verhindert, weil das Abdichtmaterial 6 in 
die Vertiefungen 11 flieBt Infolgedessen wird eine exak- 
te AbdichtungsauBenform des Abdichtmaterials 6 erhal- 
ten, und auBerdem werden Dichtma terialgrate, die die 
Warmeabstrahlungseigenschaft verschlechtem, an der 
ruckwartigen Oberflache der Warmeabstrahlungsplatte 
10 nicht gebildet so daB eine ausgezeichnete Warmeab- 
strahlungseigenschaft gewahrleistet ist 

Dabei wird der Unterschied zwischen dem Fall der 
Freilegtmg der Chipkontaktstelle 2 und dem Fall der 
Freilegung der Warmeabstrahlungsplatte 10 nachste- 
hend beschrieben. 

Die Chipkontaktstelle 2 wird gemeinsam mit den In- 
nenanschlussen 5 und den AuBenanschlussen 7 durch 
Pressen eines Kupferrahmens geformt Wenn daher die 
auBere Gestalt der Chipkontaktstelle 2 groBer gemacht 
wird, werden die Innenanschlusse um einen Wert nach 
auSen veriagert der gleich der Zunahme der GroBe ist 
und die Entf emung zwischen dem auf der Chipkontakt- 
stelle 2 angebrachten Halbleiterelement 1 und den In- 
nenanschlussen 5 wird um diesen Wert groBen Infolge- 
dessen treten die folgenden Probleme auf: Die Drahte 4 
werden langer, die Bondgiite der Drahte wird schlech- 
ter, beim Abschneiden der Drahte 4 treten Schwierig- 
keiten auf, weil es leicht geschehen kann, daB die Drahte 
beim anschlieBenden Schritt des Drahtbondens irgend- 
wo hangenbleiben, die Ausbeute wird verringert und 
die Drahte 4 mussen sehr vorsichtig gehandhabt wer- 
den. 

Zur Losung dieser Probleme wird die Chipkontakt- 
stelle 2 zu einer Gestalt geformt die fur die auBere 
Gestalt des Halbleiterelements 2 geeignet ist Das heiBt 
also, daB es nicht moglich ist die Chipkontaktstelle 2 
groBer auszubilden 
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Die Warmeabstrahlungsplatte 10 kaim jedoch mit ei- 
nem von der Qiipkontaktstelle 2 verschiedenen Kupf er- 
rahmen gefonnt werden, und die Warmeabstrahlungs- 
platte 10 weist solche Begrenzungen, wie sie fur die 
Chipkontaktstelie 2 gelten, liicht auf. £s ist also mdglich, ^ 
die Warmeabstrahlungsplatte 10 groBer zu f ormen. 

Weim also die Warmeabstrahlungsplatte 10 eine gro- 
Bere Gestalt erhait, ist es moglich, die freiliegende Fla- 
che zu vergroBem und ein hohes Warmeabstrahlungs- 
vermdgenzurealisieren. lo 

2. Ausfuhnmgsf orm 

Fig. 3 ist eine seitliche Schnittdarstellung einer zwei- 
ten Ausfuhrungsfonn des Halbleiterbauelements ge- 15 
maB der Erfindung. Bei dieser Ausfuhrungsfonn ist die 
Warmeabstrahlungsplatte 10 mit einem Erdungselek- 
trodenanschluB des Halbleiterelements 1 elektrisch ver- 
bunden, und femer ist auf der freiliegenden Oberflache 
10b der Warmeabstrahlungsplatte 10 ein Isolierharz 15 20 
als Isoiiennaterial vorgesehen. 

Die abrige Konstrukdon entspricht der vorstehenden 
ersten Ausfuhnmgsf orm. 

Das Isolieriiarz 15 kann auf der freiliegenden Oberfla- 
che 10b beispielsweise dm-ch VergieBen, Siebdrucken 25 
Oder Tauchen ausgebildet sem. Wenn das Halbleiter- 
. baueiement auf einem Substrat angebracht ist, kann es 
eine Stromzufuhrleitung oder Signalleitung auf dem 
Substrat kontaktieren, weil die Warmeabstrahlungs- 
platte 10 freiiiegt 30 

Da im Fall der zweiten Ausfuhnmgsform das Isolier- 
harz 15 auf der freiliegenden Oberflache 10b der War- 
meabstrahlungsplatte 10 vorgesehen ist, kann ein Kurz- 
schluB der Warmeabstrahlungsplatte 10 mit einem Su- 
Beren Element verhindert werden, d, h. also, es ist mog- 35 
lich, einen elektrischen KurzschluB oder eine Leckstelle 
des Halbleiterelements 1 zu verhindera xmd den Betrieb 
des Halbleiterelements 1 zu stabilisieren. 

Femer ist es durch dunnes Formen von flOssigem 
Isolierharz, wie etwa Epoxidharz, als Isolierharz 15 40 
moglich, die Wanneleitfahigkeit zu gewahrleisten imd 
eine hohe Warmeabstrahlungseigenschaft beizubehal- 
ten. 

3. Ausfuhnmgsform as 

Fig. 4 ist eine seitliche Scimittdarstellung der dritten 
AusfOhrungsform des Halbleiterbauelements. 

Wenn bei dieser dritten Ausfuhrungsfohn das Halb- 
leiterbauelement auf ehiem Montagesubstrat 16 ange- 
bracht wird, wird zwischen der freiliegenden Oberflache 
10b der Warmeabstrahlungsplatte 10 und einer Er- 
dungsstruktur 16b des Montagesubstrats 16 em leitfahi- 
ges Material 17 vorgesehen, und auflerdem wd die 
Warme;abstrahlungsplatte 10 mit der Chipkontaktstelie 
2 Oder dem ErdungselektrodenanschluB des Halbleiter- 
elements 1 durch einen Draht oder dergleichen verbim- 
den. 

Die flbrige Konstrukdon ist die gleiche wie bei der 
vorstehenden ersten Ausfuhnmgsform. 

Das verwendete leitfahige Material 17 ist beispiels- 
weise Lot mit niedrigem Schmelzpunkt Wenn das Halb- 
leiterbauelement auf dem Montagesubstrat angebracht 
wird, dann werden die AuBenanschliisse 7 mit einem 
Verdrahtungsbereich 16a des Montagesubstrats 16 
durch ein VSP-Verfahren (VSP = Gasphasen-Oberfla- 
chenmontage) oder ein IR-RuckfluBverfahren haftfest 
verbunden. Dabei wird die Warmeabstrahlungsplatte 10 
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mit der Erdungsstruktur 16b des Montagesubstrats 16 
durch das leitfahige Material 17 elektrisch verbunden 
imd befestigt, und dadurch kann das Halbleiterelement 
1 direkt von dem Montagesubstrat 16 ein Massepotenti- 
al erhalten. 

Die von dem Halbleiterelement 1 erzeugte Wanne 
wird zu dem Montagesubstrat 16 durch die Warmeab- 
strahlungsplatte 10 und das leitfahige Material 17 trans- 
portiert, so daB das hohe Warmeabstrahlungsvenndgen 
verbessert werden kann- 

Wenn bei dieser dritten Ausfuhnmgsform das Halb- 
leiterbauelement auf dem Montagesubstrat 16 ange- 
bracht ist, dann ist die freiliegende Oberflache 10b der 
Warmeabstrahlimgsplatte 10 mit der Erdungsstruktur 
16b des Montagesubstrats 16 durch das leitfahige Mate- 
rial 17 verbunden. Wenn es aber imnotig ist, die Warme- 
abstrahlungsplatte 10 zu erden, kann anstelle des leitfa- 
higen Materials 17 ein warmeleitfahiger Klebstoff ver- 
wendet werden. In diesem Fall wird die von dem Halb- 
leiterelement 1 erzeugte Warme zu dem Montagesub- 
strat 16 von der Warmeabstrahlungsplatte 10 durch den 
warmeleitenden Klebstoff transportiert, so daB eine ho- 
he Warmeabstrahlungs-Charakteristik gewahrieistet ist 

4. Ausfuhnmgsform 

Fig. 5 ist eine seitliche Schnittansicht, die eine vierte 
AusfQhningsform des Halbleiterbauelements gemaB 
der Ertindungzeigt 

Bei dieser Ausfuhnmgsform sind die AuBenanschlGs- 
se 7 so geformt, daB die freiliegende Oberflache 10b der 
Warmeabstrahlungsplatte 10 als Oberseite des Halblei- 
terbauelements dient, und ein Kuhlkdrper bzw. Warme- 
abstrahlmigsrippen 18 sind als Warmeabstrahlung^ele- 
ment an der freiliegenden Oberflache 10b mit einem 
Klebstoff 19 befestigt Die Qbrige Konstrukdon ist die 
gleiche wie bei der ersten Ausfiihnmgsform. 

Bei dieser vierten Ausfuhrungsfonn wird die von dem 
Halbleiterelement 1 erzeugte Warme durch die Warme- 
abstrahlungsplatte 10 imd die Warmeabstrahlungsrip- 
pen 18 abgestrahlt, so daB es moglich ist ein hohes 
Warmeabstrahlungsvermogen zu realisieren. 

Femer kann durch Verwendung eines Isoliermateri- 
als als Klebstoff 19 der gleiche Isoliereffekt wie bei der 
obigen zweiten Ausfuhnmgsform erreicht werden. 

AuBerdem ist es moglich, die Warmeabstrahlungs- 
platte 10 und die Warmeabstrahlungsrippen 18 integral 
zu formen. 

5. Ausfuhnmgsform 

Im Fall der ersten AusfQhrungsform sind die "Dim- 
ples" oder Vertiefungen 11 rahmenartig an der ruckwar- 
tigen Oberflache der Warmeabstrahlungsplatte 10 so 
55 ausgebildet daB sie uber den AuBenrand-Nachbarbe- 
reich 10a und die freiliegende Oberflache 10b verlaufen. 
Im Fall der funften Ausfuhnmgsform jedoch sind die 
Vertiefungen auf der gesamten riickwartigen Oberfla- 
che der Warmeabstrahlungsplatte 10 geformt 
60 In diesem Fall wird das Abdichtmaterial 6 zum Zeit- 
punkt des Abdichtens mit Harz an einem FlieBen zu der 
Seite der freiliegenden Oberflache 10b gefamdert und 
femer wird die Warmeabstrahlungsflache vergroBert, 
und ein hohes Warmeabstrahlimgsvermogen kann ge- 
es wahrleistet werden. 

Im FaU der obigen zweiten bis vierten Ausfuhrungs- 
formen wird im ubrigen der gleiche Effekt erzielt, wenn 
die Vertiefungen 11 auf der gesamten Oberflache der 
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Warmeabstrahlungsplatte 10 ausgebOdet werden. 

Die Erfindung ennoglicht die Bereitsteilung eines 
Halbleiterbauelements, das uberlegene Formqualitat 
sowie ein hohes Warmeabstrahlungsvermogen xind eine 
hohe Zuverlassigkeit hat, weil die nachstehenden Ele- 5 
mente, namlich ein Montagebereicfa zum sicheren Befe- 
sdgen des Halbleiterelements, Innenanschlusse, die mit 
dem Halbieitereiement eleictrisch verbunden sind, Ver- 
bindungsmittel zum elektrischen Verbinden des Halb- 
leitefelements mit den Innenanscblussen, eine Wanne- 10 
abstraiilungsplatte, die so angeordnet ist, da5 sie dem 
Halbieitereiement mit dem Montagebereich dazwi- 
schen zugewandt und von dem Montagebereich durch 
einen vorbestimmten Abstand getrennt ist, ein Abdicht- 
material zum Abdichten des Halbleiterelements» des is 
Montagebereichs, der Innenanschlusse, der Verbin- 
dungsmittel tmd der Warmeabstrahlungsplatte sowie 
AuBenanschlQsse, die sich von den Innenanscfalussen 
ausgefaend fortsetzen und sich zur AuBenseite des Ab- 
dichtmaterials erstrecken, vorgesehen sind und der 20. 
Nachbarbereicfa des AuBenrands der Warmeabstrah- 
lungsplatte in einer Rahmenkonfiguration mit dem Ab- 
dichtmaterial abgedichtet ist und der zentrale Bereich 
einer riickwartigen Oberflache der Warmeabstrah- 
iimgsplalte, die von dem Montagebereich abgewandt 25 
ist, mit Ausnahme des Nachbarbereichs des AuBenrands 
der Warmeabstrahlungsplatte nicht mit dem Abdicht- 
material bedeckt ist, sondem zur AuBenseite freiliegt, 
um eine freiliegende Oberflache zu bflden. 

Wenn femer Vertiefungen, die ein FlieBen von Ab- 30 . 
dichtmaterial^ verhindem, in einer ruckwardgen Ober- 
flache der Warmeabstrahlungsplatte ausgebildet sind, 
die von dem Montagebereich der Warmeabstrahlungs- 
platte, wie etwa einem Rahmen, abgewandt ist, und uber 
einen Aufienrand-Nachbarbereich und eine freiliegende 35 
Obeifliche veriaufen, dann wird ein FlieBen des Ab- 
dichtmaterials zu der Seite der freiiiegenden Oberflache 
beim Abdichten des AuBenrands der Warmeabstrah- 
lungsplatte verhindert, es wird eine exakte abdichtende 
auBere Gestalt des Abdichtmaterials erhalten, und an 40 
der freiiiegenden Oberflache werden keine Kunststoff- 
grate gebildet. 
Wenn femer in der gesamten riickwartigen Oberfla- 
, che einer Warmeabstrahlungsplatte, die von einem Be- 
festigungsteil abgewandt ist, ein FlieBen von Abdicht- 45 
material verhindemde Vertiefungen ausgebildet sind, 
dann wird dxu-ch die Vertiefungen die Warmeabstrah- 
lungsflache vergroBert, und das Warmeabstrahlungs- 
vermogen wird auf einen Wert verbessert, der aquiva- 
lent zu der Zunahme der Flache ist. 50 

Wenn weiterhin die Warmeabstrahlungsplatte mit 
dem MasseanschluB eines Halbleiterelements elektrisch 
verbunden ist xmd auf der freiiiegenden Oberflache der 
Warmeabstrahlungsplatte ein Isoliermaterial vorgese- 
hen ist, kann das Halbieitereiement isoliert werden. 55 

Wenn ein Montagesubstrat verwendet wird, kann die 
Warmeabstrahlungsplatte mit dem ErdungsanschluB ei- 
nes Halbleiterelements elektrisch verbunden werden, 
und die freiliegende Oberflache der Warmeabstrah- 
lungsplatte wird an der Erdungsstruktur des Montage- eo. 
substrats durch ein leitfahiges Material befestigt; es ist 
also moglich, das Halbieitereiement direkt mit dem 
Montagesubstrat zu erden, 

Wenn femer ein Warmeabstrahlungselement an der 
freiiiegenden Oberflache einer Warmeabstrahlungs- 55 
platte vorgesehen ist, kann die Warmeabstrahlungs- 
Charakteristik eines Halbleiterbauelements verbessert 
werdexL 
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Patentanspruche 

LHalbleiterbaueiement,dasfolgendesaufweist: . 

— ein Halbieitereiement (1); 

— einen Montagebweich (2) zum sicheren Be- 
festigen des Halbleiterelements (1); 

— Innenanschlusse (5), die mit dem Halbieiter- 
eiement (1) elektrisch verbunden sind; 

— Verbindungsmittel (4) zum eiekn-ischen 
Verbinden des Halbleiterelements (1) mit den 
Innenanschlussen (5); 

eine Warmeabstrahlungsplatte (10% die so 
angeordnet ist, daB sie dem Halbieitereiement 

(1) mit dem dazwischen befindlichen Montage- 
bereich (2) zugewandt ist und von dem Monta- 
gebereich (2) durch einen vorbestimmten Ab- 
stand getrennt ist; 

— ein Abdichtmaterial (6) zum Abdiditen des 
Halbleiterelements (IX des Montagebereichs 

(2) , der Innenanschlusse (5), der Verbiadungs- 
mittel (4) und der Warmeabstrahlungsplatte 
(10); und 

— AuBenanschlQsse (7), die sich von den In- 
nenanschlussen (5) aus fortsetzen imd zur Au- 
Benseite des Abdichtmaterials (6) veriaufen, 
dadnrch gekennzeidmet, 

daB die Warmeabstrahlungsplatte (10) einen Au- 
Benrand-Nachbarbereich (10a) hat, der in Rahmen- 
konfiguration mit dem Abdichtmaterial (6) abge- 
dichtet ist, 

und daB eine von dem Montagebereich (2) abge- 
wandte rucicwartige Oberflache der Warmeab- 
strahiun^latte (10) einen zentraien Bereich (10b) 
hat, der nicht Teil des Aufienrand-Nachbarbereichs 
(10a) der Warmeabstrahlungsplatte (10) ist und 
nicht mit dem Abdichtmaterial (6) bedeckt ist wo- 
bei der zentrale Bereich (10b) der ruckwartigen 
Oberflache ais AuBenseite des Bauelements frei- 
liegt. 

2, Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Warmeabstrahlungsplatte 
(10) ein FlieBen verhindemde Vertiefimgen (11) in 
-der von dem Montagebereich (2) abgewandten 
ruckwartigen Oberflache hat, wobei die ein FlieBen 
verhinderaden Vertiefungen (11) an ersten und 
zweiten Stellen der ruckwartigen Oberflache liegen 
und die ersten Stellen in dem AuBenrand-Nachbar- 
bereich (10a) der Warmeabstrahlungsplatte (10), 
der von der Rahmenkonfiguration des Abdichtma- 
terials (6) bedeckt ist, eingeschlossen sind und die 
zweiten Stellen an die ersten Stellen angrenzen und 
nicht mit dem Abdichtmaterial (6) bedeckt sind. 

3. Halbleiterbauelement nach Anspmch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Warmeabstrahlungsplatte 
(10) ein FlieBen verhindemde Vertiefungen in der 
gesamten Oberflache der ruckwartigen Oberflache, 
die von dem Montagebereich abgewandt ist, auf- 
weist 

4, Halbleiterbauelement nach einem der Anspruche 
1 bis 3, gekennzeichnet durch ein Isoliermaterial 

(15) , das auf dem zentraien Bereich der riickwarti- 
gen Oberflache der Warmeabstrahlungsplatte (10) 
vorgesehen ist, wobei die Warmeabstrahlungsplat- 
te (10) mit einem ErdungsanschluB des Halbleiter- 
elements (1) elektrisch verbunden ist. 

5. Halbleiterbauelement nach emem der Anspriiche 
1 bis 4, gekennzeichnet durch era Montagesubstrat 

(16) , das eine Erdungsstruktur (16b) hat, wobei die 
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Warmeabstrahlungsplatte (10) mit einem Erdungs- 
anschluB des Halbleitereiements (1) elelctrisch ver- 
bunden ist und der zentrale Bereich der ruckward- 
gen OberflSche der Warmeabstrahlimgsplatte (10) 
an der Erdungsstruktur des Montagesubstrats (16) 5 
mit einem leitfahigen Material (17) befestigt ist 
6.Halbleiterbauelemem nach einem der Anspruche 
1 bis 5, gekennzeichnet dxirch ein Warmeabstrah- 
lungseleinent (18), das auf dem zentralen Bereich 
der rQckwartigen Oberflache der Warmeabstrah- 10 
lungsplatte (10) angeordnet ist 
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